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Принял преподаватель
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В данной работе исследовалась базовая схема ключа на биполярном n-p-n транзисторе (рис.1). Была снята переключательная характеристика и изучена ее зависимость от изменяемых параметров схемы.
Также были исследованы переходные процессы в данной схеме.
Исходные значения параметров схемы:
R1 = 3кОм;

R2 = 5кОм;

Rк = 1кОм;

Rн = ( (нагрузка отсутствует)

Eсм = 0 (R2 не заземлено);

Еп = 5 В.
1. Переключательная характеристика при начальных параметрах
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2. Переключательная характеристика при изменении напряжения питания
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3. Переключательная характеристика при  изменении коллекторного сопротивления
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4. Переключательная характеристика при изменении сопротивления R1
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5. Переключательная характеристика при подаче напряжения смещения
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6. Переключательная характеристика при подключении сопротивления нагрузки
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Для исследования переходных процессов в ключе, на вход схемы подавались импульсы длительностью 10 мкс различной амплитуды. Снималась зависимость параметров выходного импульса от амплитуды входного.
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Ниже приведен график зависимости величин t10 и tз01 от амплитуды входного импульса:
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